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【はじめに】めっき法で堆積した Ge 膜に熱処理を行い多結晶化する報告がある[1]。我々は、Cu

を用いてめっき法により堆積した Ge 膜[2]に金属誘起結晶化法を適用した結果を報告した[3,4]。

今回、めっき Ge膜の成膜条件を変えて行った金属誘起結晶化法の結果を報告する。 

【実験方法】めっきは、60℃で四塩化ゲルマニウム(GeCl4)を用い、電極間隔は 1cm、電極面積は

4cm
2である[2]。用いた基板は石英基板である。めっき用電極は Ti と Cu をそれぞれ 15nm およ

び 50nm蒸着により堆積した。結晶化は 150℃窒素雰囲気中で 10時間行った。 

【実験結果】図 1に XRDパターンのめっき電流依存性を示す。60と 80mAの試料では Geの(221)

及び(220)ピークが見られたが 100mA では(111)及び(222)ピークが主であるがこれ以外のピークも

見られた。これは、我々の堆積装置ではめっき電流が 80mA を超えると成長速度が飽和すること

から、めっき電流が大きい場合には膜成長中に多くの結晶核が形成されるためであると考えられ

る。図 2 はめっき電流を(a)60mA、(b)80mA、(c)100mA に対応した EBSD 測定結果である。図中

の矢印は 300nmである。めっき Ge膜の膜厚は 120nmである。60と 100ｍAで堆積した試料の最

大粒径はそれぞれ約 130nmと 140nmであった。80ｍAで堆積した試料では、3つの条件の中で最

も大きく 240nmであった。粒径の大きさの分布については、60と 80ｍA の場合と 100mAで堆積

した場合では異なることも分かった。 

【結論】めっき電流により結晶面方向及び粒径が異なることが確認された。 
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図 1. XRD パターンのめっき電流依存性    図 2.EBSDパターンのめっき電流依存性 
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